Tak zwane LEDowe zarowki powszechnie stosowane do o$wietlania mieszkan czy
biur zawieraja zestawy matych uktadow potprzewodnikowych, skomponowanych z warstw
poiprzewodnikéw o odpowiednio dobranych wilasciwos$ciach. Przetwarzaja one energi¢
elektryczng w strumien $wiatla niebieskiego, ktore z Kkolei jest przetwarzane w
fosforyzujacym materiale na §wiatto obejmujace szerszy obszar widzialny tak, bysmy mogli
zaakceptowaé je jako ,ciepte”, biale $wiatlo przydatne do zastosowan domowych.
Opracowanie takich wydajnych energetycznie, przyjaznych $rodowisku i trwatych zrodet
Swiatla dato jego autorom - Akasakiemu, Amano i Nakamurze, Nagrode Nobla w dziedzinie
fizyki w 2014 roku. Nie zakonczylo to jednak rozwoju ekonomicznie i energetycznie
wydajnych zrodel §wiatta, a raczej otworzylo droge dla nowych pomystéw 1 udoskonalen.
Wcigz wida¢ zjawiska fizyczne i problemy techniczne, ktéore w produkowanych dzi$
urzadzeniach ograniczajg wydajnos¢ przetwarzania energii elektrycznej w $wiatto. Migdzy
innymi wytwarzanie cienkich, ale doskonatych krystalicznie warstw potprzewodnikow
azotkowych na tanich podlozach pozostaje istotnym wyzwaniem. Jednym z powaznie
rozwazanych rozwigzan jest zastapienie w takich urzadzeniach ciagtych warstw planarnych
,»szczotkg” cienkich pretow potprzewodnikowych wyrastajacych z podtoza. Poniewaz ich
srednice sg rzedu 100 nm lub mniej, nazywane s3 nanodrutami. W tak waskich strukturach
tatwiejsze jest zrelaksowanie naprezen wynikajacych z niedopasowania sieci krystalicznych
wzgledem podtoza i unikni¢cie powstawania defektow. Co wigcej, zglaszane sg kolejne
pomysty, takie jak wykorzystanie w urzadzeniach wngk rezonansowych czy zjawiska
swiattowodowego. Niemniej pojawiaja si¢ takze nowe problemy. Jesli chcemy kontrolowac i
poprawia¢ wilasciwosci catego urzadzenia, musimy zna¢ i rozumie¢ wlasciwosci, zwlaszcza
elektronowe 1 optyczne, nanodrutéw z rozdzielczoscig submikronowa lub nanometrowa. To z
kolej pozwoli ustali¢ wtasciwosci takich elementow sktadowych nanodrutéw jak studnie
kwantowe, bariery czy zlagcza p-n w heterostrukturach. Roéwnolegle ciagle trwaja
poszukiwania nowych materiatow dla przyrzadow optoelektronicznych i prace nad
wydajnymi metodami ich wytwarzania.

W ramach projektu planujemy opracowanie technologii krystalizacji heterostruktur
ZnO/(Al,Ga)N w formie nanodrutow, a nastgpnie przeprowadzenie kompleksowej analizy ich
wlasciwosci wykorzystujac wyrafinowane techniki badania parametrow elektrycznych i
obrazowania nanodrutow w skali submikronowej. Pozwoli to uzyska¢ wglad w zjawiska
aktywne w trakcie wzrostu heterostruktur, a tym samym na odpowiednia modyfikacje
procedur ich wytwarzania prowadzac do uzyskania uktadow o wymaganych parametrach
strukturalnych i elektronowych, a tym samym przydatnych w przyrzadach
potprzewodnikowych.



